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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：一基板；一井區，設於該基板中，且具有一第一導電型；一隔
離結構，設於該基板中，且環繞該井區中的一主動區；一源極區，設於該主動區中及該

井區中；一汲極區，設於該主動區中及該井區中；一第二導電型第一摻雜區，設於該井

區中，且沿著該主動區之一邊緣設置，其中該第一導電型與該第二導電型不同；一第二

導電型第二摻雜區，設於該井區中，且設於該源極區、該汲極區及該第二導電型第一摻

雜區之下，其中該第二導電型第二摻雜區與該第二導電型第一摻雜區直接接觸；一源極

電極，電性連接該源極區；一汲極電極，電性連接該汲極區；及一閘極電極，電性連接

該第二導電型第一摻雜區。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體裝置，其中該源極區與該汲極區並未直接接觸該第
二導電型第二摻雜區。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體裝置，其中該源極區與該汲極區直接接觸該第二導
電型第二摻雜區。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體裝置，其中該第二導電型第一摻雜區直接接觸該隔
離結構。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體裝置，其中該第二導電型第一摻雜區及該第二導電
型第二摻雜區共同於該井區隔離出一隔離次井區(isolated sub-well region)，其中該源極區
與該汲極區係設於該隔離次井區中。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之半導體裝置，其中該隔離次井區包圍該源極區與該汲極
區，且該第二導電型第一摻雜區包圍該隔離次井區。
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7.　如申請專利範圍第 5項所述之半導體裝置，其中該隔離次井區包括位於該源極區與該汲
極區之間的一通道區，且該通道區之寬度小於該源極區之寬度與該汲極區之寬度。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之半導體裝置，其中該第二導電型第一摻雜區包括至少一閘
極區，該閘極區鄰接該通道區。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之半導體裝置，其中該第二導電型第一摻雜區包括兩個閘極
區，其中個閘極區係設於該通道區之相反側，且該兩個閘極區鄰接該通道區。

10.   如申請專利範圍第 8項所述之半導體裝置，其中該閘極電極係設於該閘極區之上。
11.   一種半導體裝置之製造方法，包括：提供一基板；形成一井區於該基板中，其中該井區

且具有一第一導電型；形成一隔離結構於該基板中，其中該隔離結構環繞該井區中的一

主動區；形成一源極區於該主動區中及該井區中；形成一汲極區於該主動區中及該井區

中；形成一第二導電型第一摻雜區於該井區中，其中該第二導電型第一摻雜區沿著該主

動區之一邊緣設置，其中該第一導電型與該第二導電型不同；形成一第二導電型第二摻

雜區於該井區中，且該第二導電型第二摻雜區係設於該源極區、該汲極區及該第二導電

型第一摻雜區之下，其中該第二導電型第二摻雜區與該第二導電型第一摻雜區直接接

觸；形成一源極電極，該源極電極電性連接該源極區；形成一汲極電極，該汲極電極電

性連接該汲極區；及形成一閘極電極，該閘極電極電性連接該第二導電型第一摻雜區。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之半導體裝置之製造方法，其中該源極區與該汲極區並未直
接接觸該第二導電型第二摻雜區。

13.   如申請專利範圍第 11項所述之半導體裝置之製造方法，其中該源極區與該汲極區直接接
觸該第二導電型第二摻雜區。

14.   如申請專利範圍第 11項所述之半導體裝置之製造方法，其中該第二導電型第一摻雜區直
接接觸該隔離結構。

15.   如申請專利範圍第 11項所述之半導體裝置之製造方法，其中該第二導電型第一摻雜區及
該第二導電型第二摻雜區共同於該井區隔離出一隔離次井區(isolated sub-well region)，其
中該源極區與該汲極區係設於該隔離次井區中。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之半導體裝置之製造方法，其中該隔離次井區包圍該源極區
與該汲極區，且該第二導電型第一摻雜區包圍該隔離次井區。

17.   如申請專利範圍第 15項所述之半導體裝置之製造方法，其中該隔離次井區包括位於該源
極區與該汲極區之間的一通道區，且該通道區之寬度小於該源極區之寬度與該汲極區之

寬度。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之半導體裝置之製造方法，其中該第二導電型第一摻雜區包
括至少一閘極區，該閘極區鄰接該通道區。

19.   如申請專利範圍第 18項所述之半導體裝置之製造方法，其中該第二導電型第一摻雜區包
括兩個閘極區，其中個閘極區係設於該通道區之相反側，且該兩個閘極區鄰接該通道區。

20.   如申請專利範圍第 18項所述之半導體裝置之製造方法，置，其中該閘極電極係設於該閘
極區之上。

圖式簡單說明

第 1圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之製造方法其中一步驟之半導體
裝置之剖面圖。

第 2A-2B圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之製造方法其中一步驟之半
導體裝置之剖面圖及上視圖。

第 3A-3B圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之製造方法其中一步驟之半
導體裝置之剖面圖及上視圖。

(2)
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第 4A-4B圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之製造方法其中一步驟之半
導體裝置之剖面圖及上視圖。

第 5A-5C圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之製造方法其中一步驟之半
導體裝置之剖面圖及上視圖。

第 6圖係顯示根據本揭露一些實施例所述之半導體裝置之閘極電壓對電流之分析圖。
第 7圖係本揭露另一實施例之半導體裝置之剖面圖。

(3)
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